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REV.0

AD5260/AD5262
特長
256ポジション
AD5260―1チャンネル
AD5262―2チャンネル（独立して設定可能）
ポテンショメータ置き換え部品（20kΩ、50kΩ、200kΩ）
低温度係数：35ppm/℃
4線式SPI互換シリアル・データ入力
単電源動作：5～15V、両電源動作：±5.5V
パワーオン時ミッドスケールにプリセット

アプリケーション
機械的ポテンショメータの置き換え
計装：ゲイン／オフセットの調整
ステレオ・チャンネルのオーディオ・レベル制御
プログラマブルな電圧／電流変換
プログラマブルなフィルタ、遅延、時定数
ライン・インピーダンス整合
低分解能DACの置き換え

機能ブロック図

概要
AD5260/AD5262は、シングル／デュアル・チャンネルの256ポジショ
ン・デジタル制御可変抵抗（VR）デバイス*です。両製品は、ポテン
ショメータや可変抵抗器と同じ電子的調整機能を持っています。
AD5260/AD5262の各チャンネルにはワイパー接点を持つ固定抵
抗が内蔵されています。このワイパー接点は、SPI互換のシリアル入
力レジスタにロードされたデジタル・コードにより決定されるポイントで
固定抵抗値を分割して、タップを出します。ワイパーと固定抵抗の片
側ピンとの間の抵抗は、VRラッチに転送されたデジタル・コードに比
例して変化します。この可変抵抗は、Aピンとワイパーの間、またはB
ピンとワイパーの間で、プログラマブルな値を持つ抵抗を提供します。
AピンとBピンの間の固定抵抗は、20kΩ、50kΩ、200kΩであり、公称
温度係数は35ppm/℃です。市販されている大部分のデジタル・ポ
テンショメータとは異なり、これらのデバイスは該当する電源電圧を
使用した場合、最大15Vまたは±5Vまで動作できます。
各VRには専用のVRラッチが内蔵されており、プログラミング抵抗値
を保持します。これらのVRラッチは、内部シリアル／並列変換シフ
ト・レジスタから更新されます。このシフト・レジスタは、標準の3線式
シリアル入力デジタル・インターフェースを経由してロードします。
AD5260は8ビット・シリアル・レジスタを、AD5262は9ビットのシリアル・
レジスタを、それぞれ内蔵しています。各ビットは、CLKの立ち上が
りエッジでレジスタに入力されます。AD5262のアドレス・ビットは、CS
ストローブの立ち上がりエッジで、データ・ワードの最後の8ビットをロ
ードする対応するVRラッチを指定します。シリアル・レジスタの反対
側にあるシリアル・データ出力ピンを使うと、複数のVRを使用するア
プリケーションで、外付けデコーディング・ロジックなしで、容易にディ
ジーチェーン接続を構成できます。オプションのリセット・ピン（PR）は、
VRラッチに80Hをロードすると、強制的にワイパーをミッドスケール・ポ
ジションに設定します。
AD5260/AD5262は、薄型表面実装パッケージTSSOP-14および
TSSOP-16を採用しており、すべてのデバイスは工業用拡張温度範
囲－40～＋85℃での動作を保証しています。

*用語デジタル・ポテンショメータ、VR、RDACは同じ意味で使用しています。
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AD5260/AD5262－仕様
電気的特性20kΩ、50kΩ、200kΩバージョン
パラメータ 記号 条件 min typ1 max 単位

すべてのVRにDC特性可変抵抗器モード仕様を適用
抵抗の微分非直線性NL2 R-DNL RWB、VA＝NC －1 ±1/4 ＋1 LSB
抵抗の非直線性2 R-INL RWB、VA＝NC －1 ±1/2 ＋1 LSB
公称抵抗偏差3 ΔRAB TA＝25℃ －30 30 %
抵抗温度係数 ΔRAB/ΔT ワイパー＝非接続 35 ppm/℃
ワイパー抵抗 RW IW＝1V/RAB 60 150 W
チャンネル抵抗マッチング（AD5262の場合） ΔRWB/RWB Ch1とCh2のRWB、DX＝80H 0.1 %
抵抗ドリフト ΔRAB 0.05 %

すべてのVRにDC特性ポテンショメータ分割器モード仕様を適用
分解能 N 8 ビット
微分非直線性4 DNL －1 ±1/4 ＋1 LSB
積分非直線性4 INL －1 ±1/2 ＋1 LSB
電圧分割器温度係数 ΔVW/ΔT コード＝80H 5 ppm/℃
フルスケール誤差 VWFSE コード＝FFH －2 －1 ＋0 LSB
ゼロスケール誤差 VWFSE コード＝00H 0 1 2 LSB

抵抗ピン
電圧範囲5 VA、B、W VSS VDD V
容量6 Ax、Bx CA、B f＝5MHz、 25 pF

GNDに対して測定、コード＝80H
容量6 Wx CW f＝1MHz、 55 pF

GNDに対して測定、コード＝80H
コモン・モード・リーク電流 ICM VA＝VB＝VDD/2 1 nA
シャットダウン電流7 ISHDN 5 μA

デジタル入力および出力
入力ロジック・ハイレベル VIH 2.4 V
入力ロジック・ローレベル VIL 0.8 V
入力ロジック・ハイレベル VIH VL＝3V、VSS＝0V 2.1 V
入力ロジック・ローレベル VIL VL＝3V、VSS＝0V 0.6 V
出力ロジック・ハイレベル（SDO） VOH RPULL-UP＝5Vへ2kΩ 4.9 V
出力ロジック・ローレベル（SDO） VOL IOL＝1.6mA、VLOGIC＝5V 0.4 V
入力電流8 IIL VIN＝0Vまたは5V ±1 μA
入力容量6 CIL 5 pF

電源
ロジック電源 VL 2.7 5.5 V
電源範囲―単電源 VDD RANGE VSS＝0V 4.5 16.5 V
電源範囲―両電源 VDD/SSDD RANGE ±4.5 ±5.5 V
ロジック電源電流 IL VL＝5V 60 μA
正電源電流 IDD VIH＝5VまたはVIL＝0V 1 μA
負電源電流 ISS VSS＝－5V 1 μA
消費電力9 PDISS VIH＝5VまたはVIL＝0V、 0.3 mW

VDD＝＋5V、VSS＝－5V
対電源感受性 PSS ΔVDD＝＋5V、±10% 0.0030 .01 %/%

ダイナミック特性6、10

帯域幅－3dB BW RAB＝20kΩ/50kΩ/200kΩ 310/130/30 kHz
総合高調波歪み THDW VA＝1VRMS、VB＝0V、f＝1kHz、 0.014 %

RAB＝20kΩ
VWセトリング・タイム tS VA＝＋5V、VB＝－5V、 5 μs

±1LSB誤差幅、RAB＝20kΩ
クロストーク11 CT VA＝VDD、VB＝0V、隣接するRDACに 1 nV-s

フルスケール・コード変化を行わせて
VWを測定（AD5262の場合）

アナログ・クロストーク CTA VA1＝VDD、VB1＝0V、 －64 dB
VW2＝5Vp-pかつf＝10kHzでVW1を測定
RAB＝20kΩ/200kΩ（AD5262の場合）

抵抗ノイズ電圧 eN_WB RWB＝20kΩ 13 nV/√Hz
f＝1kHz

（特に指定のない限り、VDD＝＋15V、VSS＝0VまたはVDD＝＋5V、

VSS＝－5V、VL＝＋5V、VA＝＋5V、VB＝0V、－40℃<TA<＋85℃）
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パラメータ 記号 条件 min typ max 単位

インターフェース・タイミング特性、全デバイスに適用6、12

クロック周波数 fCLK 25 MHz
入力クロック・パルス幅 tCH、tCL クロック・レベルのハイレベルまたはローレベル 20 ns
データ・セットアップ・タイム tDS 10 ns
データ・ホールド・タイム tDH 10 ns
CLKからのSDO伝搬遅延13 tPD RL＝1kΩ、CL<20pF 1 160 ns
CSセットアップ・タイム tCSS 5 ns
CSハイレベルのパルス幅 tCSW 20 ns
リセット・パルス幅 tRS 50 ns
CLKの立ち下がりからCSの立ち上がり tCSH 0 ns
までのホールド・タイム
CSの立ち上がりからクロックの立ち上がり tCS1 10 ns
までのセットアップ・タイム

注
AD5260/AD5262には1,968個のトランジスタが内蔵されています。チップ・サイズ：89ミル×105ミル9,345平方ミル。
1 typ値は、25℃、VDD＝＋5V、VSS＝－5Vでの平均測定値。
2 抵抗ポジション非直線性誤差R-INLは、最大抵抗ワイパー・ポジションと最小抵抗ワイパー・ポジションとの間で測定された理論値からの差を表します。R-DNLは、連続タップ・ポジション間での理論
値からの相対的ステップ変化を表します。部品の単調性は保証されています。VDD＝＋5VとVSS＝－5Vの両方に対してIW＝VDD/R
3 VAB＝VDD、ワイパー（VW）＝非接続。
4 INLとDNLは、RDACを電圧出力D/Aコンバータと同じポテンショメータ分割器として設定して、VWで測定。VA＝VDDおよびVB＝0V。DNL仕様規定値の最小±1LSBは、単調動作状態で保証。
5 抵抗ピンA、B、Wの極性は相互間で制約されません。
6 設計上保証しますが、出荷テストは行いません。
7 Axピンで測定。すべてのAxピンはシャットダウン・モードでオープン。
8 入力の全ロジック入力レベルを2.4Vに設定したとき、ワーストケースの電源電流が消費されます。これはCMOSロジックの標準特性。
9 PDISSは（IDD×VDD）から計算。CMOSロジック・レベル入力は、最小消費電力になります。
10 すべてのダイナミック特性では、VDD＝＋5V、VSS＝－5V、VL＝＋5Vを使用。
11 隣接VWピンでフルスケール電圧変化を行わせて、VWピンを測定。
12 測定場所についてはタイミング図を参照してください。すべての入力制御電圧はtR＝tF＝2ns（3Vの10～90%）で規定し、1.5Vの電圧レベルからの時間とします。スイッチング特性は、VL＝5Vを使って
測定。

13 伝搬遅延は、VDD、RL、CLの値に依存します。

仕様は予告なく変更されることがあります。

絶対最大定格
（特に指定のない限りTA＝25℃）

VDD～GND ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥－0.3V、＋15V
VSS～GND ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0V、－7V
VDD～VSS間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15V
GNDを基準とするVA、VB、VW‥‥‥‥‥‥‥‥‥VSS、VDD
AX－BX、AX－WX、BX―WX
断続的2 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥±20mA
連続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥±5mA

デジタル入力／出力の電圧～GND‥‥‥‥‥‥‥‥0V、7V
動作温度範囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥－40℃～＋85℃
最大接合温度（TJ MAX） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150℃
保管温度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥－65℃～＋150℃

ピン温度（ハンダ処理、10秒）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥300℃
蒸着（60秒）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥215℃
赤外線（15秒）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥220℃

熱抵抗3θJA
TSSOP-14 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥206℃/W
TSSOP-16 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150℃/W

注
1 上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに永久破壊をもたらすことがありま
す。この規定は、デバイスの単なるストレスの度合であり、基本的な動作あるいは動作の項に
示す他の条件において、この定格は考慮されていません。デバイスを長時間絶対最大定格状態
に置くとデバイスの信頼性に影響を与えます。
2 最大ピン電流は、スイッチの最大処理電流、パッケージ最大消費電力、Aピン、Bピン、Wピン
内の任意の2ピン間の、設定された抵抗での最大入力電圧により制約されます。
3 パッケージ消費電力＝（TJ MAX－TA）/θJA
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注意
ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。4000Vもの高圧の静電気が人体やテスト装置に容易に帯電し、
検知されることなく放電されることがあります。本製品には当社独自のESD保護回路を備えていますが、高エネル
ギーの静電放電を受けたデバイスには回復不可能な損傷が発生することがあります。このため、性能低下や機能喪
失を回避するために、適切なESD予防措置をとるようお奨めします。

WARNING!

ESD SENSITIVE DEVICE

RAB パッケージ・ パッケージ
モデル （kΩ） 温度 パッケージ オプション 内の部品数 ブランド表示*

AD5260BRU20 20 －40～＋85℃ TSSOP-14 RU-14 96 AD5260B20
AD5260BRU20-REEL7 20 －40～＋85℃ TSSOP-14 RU-14 1000 AD5260B20
AD5260BRU50 50 －40～＋85℃ TSSOP-14 RU-14 96 AD5260B50
AD5260BRU50-REEL7 50 －40～＋85℃ TSSOP-14 RU-14 1000 AD5260B50
AD5260BRU200 200 －40～＋85℃ TSSOP-14 RU-14 96 AD5260B200
AD5260BRU200-REEL7 200 －40～＋85℃ TSSOP-14 RU-14 1000 AD5260B200
AD5262BRU20 20 －40～＋85℃ TSSOP-16 RU-16 96 AD5262B20
AD5262BRU20-REEL7 20 －40～＋85℃ TSSOP-16 RU-16 1000 AD5262B20
AD5262BRU50 50 －40～＋85℃ TSSOP-16 RU-16 96 AD5262B50
AD5262BRU50-REEL7 50 －40～＋85℃ TSSOP-16 RU-16 1000 AD5262B50
AD5262BRU200 200 －40～＋85℃ TSSOP-16 RU-16 96 AD5262B200
AD5262BRU200-REEL7 200 －40～＋85℃ TSSOP-16 RU-16 1000 AD5262B200

オーダー・ガイド

*1行目は部品番号、2行目は部品タイプの区別とアナログ・デバイセズのロゴ、3行目はデート・コードYWWです。
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表I　AD5260の8ビット・シリアル・データ・ワードのフォーマット 

DATA

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
MSB LSB
27 2 0

表II　AD5262の9ビット・シリアル・データ・ワードのフォーマット 

ADDR DATA

B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
MSB LSB

28 27 2 0
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1
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図2a AD5260のタイミング図

図2b AD5262のタイミング図

図2c 詳細タイミング図

図2d プリセットのタイミング図
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AD5260のピン機能説明

ピン番号 記号 説明

1 A Aピン
2 W ワイパー・ピン
3 B Bピン
4 VDD 5Vまたは15V動作で規定された正側電

源（｜VDD｜の和＋｜VSS｜≦15V）
5 SHDN アクティブ・ローの入力。ピンAオー

プン。シャットダウン制御。RDACの
可変抵抗。

6 CLK シリアル・クロック入力、立ち上がり
エッジ・トリガー。

7 SDI シリアル・データ入力。
8 CS チップ・セレクト入力、アクティブ・

ロー。CSがハイレベルに戻るとき、デ
ータがRDACレジスタにロードされま
す。

9 PR アクティブ・ローのプリセット、ミッ
ドスケールに設定、RDACレジスタに
80Hを設定。

10 GND グラウンド
11 VSS 0～5Vの動作に対して規定された負側

電源。
12 VL ロジック電源電圧、AD5260を制御す

るデジタル・ロジックと同じ電圧にす
る必要があります。

13 NC 未接続（ダミー・パッド以外はこのピ
ンに接続できません）。

14 SDO シリアル・データ出力、オープン・ド
レイン・トランジスタにプルアップ抵
抗が必要。

AD5262のピン機能説明

ピン番号 記号 説明

1 SDO シリアル・データ出力、オープン・ド
レイン・トランジスタにプルアップ抵
抗が必要。

2 A1 AピンのRDAC#1
3 W1 ワイパーRDAC#1、アドレスA0＝02
4 B1 BピンのRDAC#1
5 VDD 5Vまたは15V動作で規定された正側電

源（｜VDD｜の和＋｜VSS｜≦15V）
6 SHDN アクティブ・ローの入力。ピンAオー

プン。シャットダウンで可変抵抗#1～
#2を制御。

7 CLK シリアル・クロック入力、立ち上がり
エッジ・トリガー。

8 SDI シリアル・データ入力。
9 CS チップ・セレクト入力、アクティブ・

ロー。チップ・セレクト入力、アクテ
ィブ・ロー。

10 PR アクティブ・ローのプリセット、ミッ
ドスケールに設定、RDACレジスタに
80Hを設定。

11 GND グラウンド
12 VSS 0Vまたは－5V動作で規定された負側

電源（｜VDD｜の和＋｜VSS｜＜15V）。
13 VL ロジック電源電圧、AD5262を制御す

るデジタル・ロジックと同じ電圧にす
る必要があります。

14 B2 BピンRDAC#2
15 W2 ワイパーRDAC#2、アドレスA0＝12
16 A2 AピンRDAC#2

上面図 
（縮尺は異なります） 
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動作原理
AD5260はシングル・チャンネル、AD5262はデュアル・チャン
ネルの256ポジション・デジタル制御型可変抵抗（VR）デバイ
スであり、最大15Vまで動作します。書き込まれたVR設定値
の変更は、8ビット（AD5260）9ビット（AD5262）のシリア
ル・データ・ワードをSDI（シリアル・データ入力）ピンに入
力することにより行われます。AD5262の場合、このデータ・
ワードのフォーマットは1アドレス・ビットです。A0は先頭ビ
ットB8を表し、この後ろにMSB先頭でデータ・ビットB7～B0
が続きます。表Iと表IIに、シリアル・レジスタ・データ・ワ
ードのフォーマットを示します。ビットB7～B0でシリアル・
レジスタ・データを受け取るVRラッチのロケーションをデコ
ードするAD5262のアドレス割り当てについては、表IIIを参照
してください。VR出力はランダム・シーケンスで1回に1つず
つ変更できます。AD5260/AD5262はミッドスケールにプリセ
ットされるため、パワーアップ時に故障状態からの復帰を容
易にします。ミッドスケールはPRピンをアサートすることに
より何時でも実現できます。両製品は、パワーオン時にワイ
パーをミッドスケール・プリセット状態に設定する内部パワ
ーオン・プリセット機能を持っています。パワーオン・プリ
セット機能の動作は、VLピンの状態のみに依存します。
AD5260/AD5262はパワー・シャットダウンSHDNピンを持っ
ています。このピンはRDACを殆どゼロ消費電力の状態にし
ます。この状態では、ピンAxがオープンで、ワイパーWがB
ピンに接続され、VR構造内ではリーク電流のみが消費されま
す。シャットダウン・モードでは、パワー・シャットダウン
から動作モードに戻るとき、VRの設定も前の抵抗値に戻るこ
とができるように、VRラッチの設定が維持されます。

表III AD5262アドレスのデコード表

A0 ラッチをロード

0 RDAC#1
1 RDAC#2

デジタル・インターフェース
AD5260/AD5262は、4線式のSPI互換デジタル・インターフェース
（SDI、SDO、CS、CLK）を内蔵しています。AD5260の場合、8ビット
のシリアル・ワードはMSB先頭でロードする必要があり、ワード・フォー
マットを表Iに示します。AD5262の場合、9ビットのシリアル・ワードは
アドレス・ビットA0を先頭にし、その後ろにデータのMSBが続く必要
があります。ワード・フォーマットを表IIに示します。

A0
SER
REG

D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

A1

W1

B1

VDD

CS

CLK

SDO

A2

W2

B2

GND

RDAC 
ラッチ 
#1

RDAC 
ラッチ 
#2
PR

VSS

PR

SDI

VL

SHDNパワーオン・ 
プリセット 

EN

ADDR
DEC

PR

図3 AD5262のブロック図

立ち上がりエッジを検出するCLK入力では、不正なデータをシリア
ル入力レジスタに入力してしまわないようにクリーンなクロック変化が
必要です。標準ロジック・ファミリーはこの条件を満たします。製品評
価で機械的スイッチを使用する場合、フリップフロップまたは他の適
切な方法を使ってこれらから発生するする波形歪みを除去する必
要があります。図3に、内部デジタル回路の詳細を示します。CSがロ
ーレベルのとき、クロックの各立ち上がりエッジでデータがシリアル・レ
ジスタにロードされます（表IV）。

表IV 真理値表

CLK CS PR SHDN レジスタの動作

L L H H SRに影響なし、SDOピンをイネーブル。
↑* L H H SDIピンから1ビットをシフト入力。

前に入力されている8ビットをSDO
ピンからシフト出力。

X ↑ H H SRのデータをRDACラッチへロード。
X H H H 動作なし
X X L H 全RDACラッチにミッドスケール

を設定、ワイパーを中央に設定、
SDOラッチをクリア。

X H ↑ H 全RDACラッチに80Hを設定。
X H H L 全抵抗Aピンをオープンにし、W

とBを接続し、SDO出力トランジ
スタをターンオフ。

仕様表のデータ・セットアップ・タイムとデータ・ホールド・タイムがデータ
有効時間の条件を規定します。AD5260では8ビットのシリアル入力
データ・レジスタ・ワードを使用し、このワードはCSラインがロジック・ハ
イレベルに戻るとき、内部RDACレジスタに転送されます。AD5262
の場合、CSがハイレベルに戻るとき、シリアル・レジスタに入力される
データ・ワードの最後の9ビットが保持されます。余分なビットはすべ
て無視されます。CSがハイレベルになると同時に、CSによりアドレ
ス・デコーダをゲーティングして、AD5262内に存在する2個のRDAC
ラッチ（立ち上がりエッジ・トリガー）の内の1つをイネーブルにします
（図4）。

RDAC 1

RDAC 2

AD5260/AD5262

SDI

CLK

CS

アドレス・ 
デコード 

シリアル・ 
レジスタ 

図5 AD5260のSDO出力の詳細回路図

図4 入力制御の等価回路

対象RDACラッチにはシリアル・データ・ワードの最後の8ビットがロー
ドされて、RDACの更新が1回完了します。AD5262の場合、両VR
設定を変更するためには、2組みの9ビット・データ・ワードを入力する
必要があります。
シャットダウン（SHDN）時、SDO出力ピンは強制的にロジック・ハイレ
ベル状態されて、プルアップ抵抗内での電力消費が発生しないよう
にします。図5に、SDO出力の等価回路を示します。
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すべてのデジタル入力は、直列入力抵抗と並列ツェナーESD構
造を使って保護されています（図6）。この保護は、デジタル
入力ピンCS、SDI、SDO、PR、SHDN、CLKで行われています。

340Ω 
ロジック 

A, B, W

VSS

図6 デジタル・ピンのESD保護

図7 抵抗ピンのESD保護

レイアウトと電源バイパス
小型で最小長の線を使ったレイアウト・デザインが重要です。入力ま
での線は、最小の導体長で可能な限り真っ直ぐにします。グラウン
ド・パスの抵抗とインダクタンスは押さえる必要があります。
同様に、高品質のコンデンサを使って電源をバイパスして最適な安
定性を得ることも重要です。デバイスまでの電源線は、0.01～0.1μF
のディスク型またはチップ型セラミック・コンデンサを使ってバイパスす
る必要があります。小さいESRを持つ1～10μFのタンタル・コンデン
サまたは電解コンデンサも電源に接続して、過渡電圧を抑える必要
があります（図8）。デジタル・グラウンドも、離れたところでアナログ・グ
ラウンドに接続して、グラウンド・バウンズを小さくする必要があること
に注意してください。

VSS

C3

C4

C1

C2

10μ F

VSS

VDD

0.1μ F

GND

VDD

0.1μ F10μ F

＋ 

＋ 

図6 デジタル・ピンのESD保護

ピン電圧の動作範囲
AD5260/AD5262の正側VDD電源と負側VSS電源により、3ピンデジ
タル・ポテンショメータ動作の動作範囲が決定されます。VDDまたは
VSSを超えてピンA、ピンB、ピンWに入力される電源信号は、内蔵の
順方向バイアス・ダイオードによりクランプされます（図9参照）。

VDD

A

W

B

VSS

図9 VDDとVSSにより設定される最大ピン電圧

AD5260/AD5262デバイスのグラウンド・ピンは主にデジタル・グラウン
ド基準として使用され、PCBの共通グラウンドに接続しておく必要
があります。AD5260/AD5262に対するデジタル入力コントロール信
号はデバイス・グラウンド・ピン（GND）を基準として、本データシートの
仕様表に規定するロジック・レベルを満たす必要があります。内蔵

のレベル・シフト回路は、デジタル入力レベルに無関係に、3本のピン
のコモン・モード電圧範囲をVSSからVDDへ確実に拡張します。

パワーアップ・シーケンス
ピンA、B、Wでの電圧適合性を制限するダイオードが内蔵されてい
るため（図9）、ピンA、B、Wに電圧を加える前にVDD/VSSに先に電圧
を加えることが重要です。そうしないと、ダイオードが順方向バイアス
されて、意図せずにVDD/VSSに電源が接続されてしまうため、ユー
ザー回路の他の部分に影響を与えてしまいます。最適なパワーアッ
プ・シーケンスは、GND、VDD、VSS、VL、デジタル入力、VA/B/W順です。
電源投入シーケンスVA、VB、VW、デジタル入力の順は、VDD/VSS投
入後であれば、重要ではありません。

ディジーチェーン動作
シリアル・データ出力（SDO）ピンには、オープン・ドレインnチャンネル
FETが使用されています。この出力は、次のパッケージのSDIピンへ
データを転送するためにプルアップ抵抗を必要とします。このプルア
ップ抵抗により、1本のプロセッサ・シリアル・データ・ラインを使って複
数のRDACをディジーチェーン接続することがが可能になります。プ
ルアップ抵抗の終端電圧は、VDD電源電圧より高いことも可能です。
チェーン内の次のデバイスのSDIピンにプルアップ抵抗を使う場合、
クロック周期を長くすることを推奨します。これは、デバイス間のディ
ジーチェーン・ノードSDO～SDIにおける容量負荷により、後続デバ
イスに時間遅延が導入されるためです。データ転送を正常に行う
ためにはユーザーはこの問題に気付いている必要があります（図
10）。2個のAD5260をディジーチェーン接続する場合、合計16ビット
のデータが必要になります。表Iに示すフォーマットを使用する最初
の8ビットがU2に、同じフォーマットを持つ2番目の8ビットがU1に、そ
れぞれ行きます。16ビットがすべてそれぞれのシリアル・レジスタに入
力されるまで、CSをローレベルに維持しておく必要があり、その後で
CSをハイレベルにして、動作を完了させます。

CS CLK

SDOSDI

VDD

CS CLK

SDOSDIMOSIμ C

SCLK SS

RP

2.2kΩ 

AD5260 AD5260
U1 U2

図10 ディジーチェーン構成

RDACの構造
RDACには、ワイパー接続として機能するアナログ・スイッチのアレイ
が付いた、等しい抵抗セグメントの連鎖が内蔵されています。ポジ
ション数がデバイスの分解能になります。AD5260/AD5262は256個
の接続ポイントを持ち、0.4%より精度の高い設定可能な分解能を提
供します。図11に、RDACの3本のピンの間の接続（1チャンネルの
RDACを構成）の等価な構造を示します。SWAとSWBは常にONで、
一方、スイッチSW（0）～SW（2N－1）の内の1つだけが、データ・ビット
からデコードされた抵抗ポジションに応じて、ONになります。スイッチ
は理想的でないため、60Ωのワイパー抵抗（RW）を持っています。ワ
イパー抵抗は、電源電圧と温度の関数です。電源電圧が低くなる
程、ワイパー抵抗は大きくなります。同様に、温度が高くなる程、ワイ
パー抵抗が大きくなります。出力抵抗の正確な予測が必要な場合
は、ワイパー抵抗の影響を知る必要があります。
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D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

RDAC 
ラッチ 
および 
デコード 

Ax

Wx

Bx

RS = RAB /2N

RS 

RS 

RS 

RS 

SHDN

分かり易くするため 
デジタル回路は省略 
してあります。 

図11 簡単化したRDACのアーキテクチャ

可変抵抗のプログラミング
可変抵抗器動作
ピンAとピンBの間のRDACの公称抵抗（RAB）は、10kΩ、50kΩ、
200kΩのものがあります。製品番号の最後の桁が、公称抵抗値（例
えば、20kΩ＝20、50kΩ＝50、200kΩ＝200）を表しています。VRの公
称抵抗（RAB）は256個の接点を持ち、ワイパー・ピンとBピン接点によ
りアクセスされます。RDACラッチ内の8ビット・データ・ワードがデコー
ドされて、256通りの設定の内の1つを選択します。20kΩの製品を
使用する場合、ワイパーの最初の接続はデータ00Hに対してBピン
から開始されます。60Ωのワイパー・コンタクト抵抗が存在するため、
このような接続ではWピントとBピンの間に最小60Ωの抵抗が発生し
ます。2番目の接続は最初のタップ・ポイントであり、ここではデータ
01Hに対して138Ω（RWB＝RAB/256＋RW＝78Ω＋60Ω）になります。
3番目の接続は次のタップ・ポイントで、データ02Hに対して216Ω
（78×2＋60）となり、以後同様に続きます。LSBデータ値の各増加に
より、ワイパーは抵抗ラダーを上に移動し、最後のタップ・ポイント
19982Ω[RAB－1LSB＋RW]に到達するまで移動します。ワイパーは
Bピンに直接接続されません。図11に、簡単化した等価回路を示し
ます。
デジタル的にプログラムしたWとBの間の出力抵抗を決定する一般
式は、次のようになります。

ここで、Δは8ビットのRDACレジスタにロードされるバイナリ・コードの
10進数表示で、RABは公称ピン間抵抗です。
例えば、VB＝0V、かつAピンがオープンの場合は、RAB＝20kΩであり、
次に示す出力抵抗値RWBを次のRDACラッチ・コードに対して設定
します。ピンAがWに接続されている場合も同じ結果になります。

    
R D

D
R RWB AB W( ) = ×  +

256
(1)

D RWB
（DEC） （Ω） 出力状態

255 19982 フルスケール（RAB－1LSB＋RW）
128 10060 ミッドスケール
1 138 1LSB
0 60 ゼロスケール（ワイパー・コンタクト抵抗）

ゼロスケール状態では、有限なワイパー抵抗60Ωがあるこ
とに注意してください。性能低下または内部スイッチの破
壊を防止するため、この状態でのWとBとの間の電流レベル
が20mAを超えないように注意してください。
機械的ポテンショメータと同様に、RDACの置き換え品で
あるAD5260/AD5262は全体として対称構造を持っています。
ワイパーWとピンAとの間の抵抗も、デジタルに制御された
相補的な抵抗RWAを発生します。図12に、種々のピン接続の
対称的なプログラミングを示します。RWAを使用する場合、
Bピンはフローティングにするか、またはワイパーに接続し
てください。RWA抵抗値に対する設定は、最大値抵抗から開
始されて、ラッチにロードされたデータの値が大きくなる
と、小さくなります。この動作の一般式は次のようになり
ます。

例えば、VA＝0V、かつBピンがオープンの場合は、RAB＝
20kΩであり、次に示す出力抵抗値RWAを次のRDACラッ
チ・コードに対して設定します。ピンBがWに接続されてい
る場合も同じ結果になります。

D RWA
（DEC） （Ω） 出力状態

255 138 フルスケール
128 10060 ミッドスケール
1 19982 1LSB
0 20060 ゼロスケール

    
R D

D
R RWA AB W( ) = － 

×  ＋  
256
256

(2)

RWBRWA

RAB = 20KΩ 

D―コード（10進数） 

20

0 64 128 192 256

R
W
A
(D
),
 R
W
B
(D
) －
  k
Ω
  

16

12

8

4

0

図12 AD5260/AD5262の等価回路

公称抵抗RABのチャンネル間における代表的な分布は±1%
以内で一致します。デバイス間のマッチングは、プロセ
ス・ロットに依存し、ワーストケースで±30%変動します。
一方、抵抗素子は薄膜技術を使ってプロセスされるため、
RABの温度変化は小さく、35ppm/℃の温度係数になります。
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コード―10進数 

可
変
抵
抗
器
モ
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ド
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IN
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B

0 256
－0.2

32 64 96 128 160 192 224

－0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0

＋ 5V
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D
N
L―
LS
B
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32 64 96 128 160 192 224

－0.4

－0.2

－0.1

0.1

0.3

0.5

－0.3

0

0.2

0.4

TA = ＋ 125℃ 　 

TA = ＋ 85℃ 　 TA = ＋ 25℃ 

TA = － 40℃ 

VDD － VSS －VVDD － VSS －V

 ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
・
モ
ー
ド
の
IN
L―
LS
B

0 20
－1.0

5 10 15

1.0

－0.5

0

0.5
AVG +3σ 

AVG 

AVG －3σ 

コード―10進数 
可
変
抵
抗
器
モ
ー
ド
の
D
N
L―
LS
B

0 256
－0.25

32 64 96 128 160 192 224

－0.20

－0.10

－0.05

0

0.05

0.10

－0.15

＋ 5V＋ 12V ± 5V ＋ 15V

コード―10進数 

ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
・
モ
ー
ド
の
IN
L―
LS
B

0 25632 64 96 128 160 192 224
－0.4

－0.2

－0.1

0.1

0.2

－0.3

0

± 5V

0.3

＋ 15V

＋ 5V

可
変
抵
抗
器
モ
ー
ド
の
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B
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－2.0
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－1.0

0
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AVG  －3σ 

コード―10進数 

ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
・
モ
ー
ド
の
IN
L―
LS
B

0 256
－1.0

32 64 96 128 160 192 224

－0.8

－0.4

－0.2

0.2

0.6

1.0

－0.6

0

0.4

0.8
VDD = ＋ 5V
VSS = － 5V
RAB = 20kΩ 

TA = ＋ 25℃ 　 

TA = － 40℃ 　 

TA = ＋ 125℃ 　 

TA = ＋ 85℃ 　 

コード―10進数 

ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
・
モ
ー
ド
の
D
N
L―
LS
B

0 25632 64 96 128 160 192 224
－0.5

－0.3

－0.2

0.1

0.3

－0.4

－0.1

± 5V

0.5

＋ 15V

＋ 5V

0.2

0.4

0
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パ
ー
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特性4 DNL 対 コード、VDD/VSS＝±5V 特性5 INL 対 コード対電源電圧 特性6 DNL 対 コード対電源電圧

特性7 INL 対 電源電圧 特性8 R-INL 対 電源電圧 特性9 ワイパー・オン抵抗対
バイアス電圧
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特性10 フルスケール誤差 特性11 ゼロスケール誤差 特性12 電源電流の温度特性

特性13 ILOGICの温度特性 特性14 ILOGIC 対 デジタル入力電圧 特性15 可変抵抗器モード温度係数
ΔRWB/ΔT 対 コード

特性16 ポテンショメータ・モード
ΔVWB/ΔT 対 コード

特性17 ゲインの周波数特性対
コード、RAB＝20kΩ



AD5260/AD5262

12 REV.0

周波数―Hz

ゲ
イ
ン
―
dB

1k 1M
－54

6

－48

－42

－36

－30

－24

－18

－12

－6

0

10k 100k

コード = FFH

01H

02H

04H

08H

10H

20H

40H

80H

TA = 25℃ 

周波数―Hz

正
規
化
ゲ
イ
ン
平
坦
性
―
0.
1d
B
/D
IV

   
   
   
   
   
   
   
   
  0
dB

100 100k1k 10k

コード = 80H
VDD/VSS = ± 5V
TA = 25℃ 

R = 20kΩ 

R = 200kΩ 

R = 50kΩ 

20mV/DIV

1 s/DIV

5V/DIV

周波数―Hz

ゲ
イ
ン
―
dB

1k 100k
－54

6

－48

－42

－36

－30

－24

－18

－12

－6

0

10k

コード = FFH

01H

02H

04H

08H

10H

20H

40H

80H

TA = 25℃ 

周波数―Hz

I L
O
G
IC
 －
 μ
 A

10k 10M
0

600

1M

100

100k

200

300

400

500
コード FFH

VDD/VSS = +5V/0V

VDD/VSS = ± 5V

コード 55H

5V/DIV

20 s/DIV

5V/DIV

周波数―Hz

ゲ
イ
ン
―
dB

1k 1M
－54

6

－48

－42

－36

－30

－24

－18

－12

－6

0

10k 100k

－3dB
帯域幅 

VIN = 50mV rms
VDD/VSS = ± 5V

f－3dB = 310kHz, R = 20kΩ 

f－3dB = 131kHz, R = 50kΩ 

f－3dB = 30kHz, R = 200kΩ 

周波数―Hz

P
S
R
R
 －
 d
B

100 1M
0

600

10k

100

1k

200

300

400

500

100k

－PSRR @ VDD = ± 5V DC ±  10% p-p AC

+PSRR @ VDD = ± 5V DC ±  10% p-p AC

コード = 80H, VA = VDD, VB = 0V

10mV/DIV

40ns/DIV

特性18 ゲインの周波数特性対
コードRAB＝50kΩ

特性19 ゲインの周波数特性対
コードRAB＝200kΩ

特性20 －3dB帯域幅

特性21 正規化ゲイン平坦性の周波数特性 特性22 ILOGICの周波数特性 特性23 PSRRの周波数特性

特性24 ミッドスケール・グリッチ・
エネルギ（コード80H～7FH）

特性25 大信号セトリング・タイム 特性26 デジタル・フィードスルー対時間
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特性27 I MAX 対 コード 特性28 長期間抵抗ドリフト 特性29 チャンネル間の抵抗マッチング
（AD5262）

テスト回路1 ポテンショメータ分割器非直線性誤差
（INL、DNL）

テスト回路4 電源感度（PSS、PSSR）

テスト回路2 抵抗ポジション非直線性誤差
（可変抵抗器動作；R-INL、R-DNL）

テスト回路5 ゲインの周波数特性

テスト回路3 ワイパー抵抗 テスト回路6 インクリメンタル・オン抵抗

テスト回路7 コモン・モード・リーク電流

テスト回路
製品仕様表で使用されたテスト条件をテスト回路1～9に示します。
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テスト回路（続き）

テスト回路8 VLOGIC電流 対デジタル入力電圧

テスト回路9 アナログ・クロストーク
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図13 両電源によるバイポーラ動作
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図14 代表的な非反転ゲイン・アンプ

ポテンショメータ分割器のプログラミング
電圧出力動作
デジタル・ポテンショメータは、A～B間の入力電圧に比例
したワイパーB間およびワイパーA間の出力電圧を容易に発
生できます。この場合はワイパー抵抗の影響を無視します。
例えば、Aピンを5Vに、Bピンをグラウンドにそれぞれ接続
すると、0Vから開始して5Vより1LSBだけ小さい値までの
出力電圧をワイパーB間に発生します。電圧の各LSBは、ピ
ンAとピンBに加えた電圧をポテンショメータ分割器のポジ
ション数256で除算した値に等しくなります。AD5260/
AD5262は両電源でも動作するため、ピンAとピンBに与え
られた任意の入力電圧に対して、グラウンドを基準とした
VWの出力電圧を決める一般式は、次のように表されます。

分割器モードでのデジタル・ポテンショメータの動作は、
温度に対して正確な動作になります。可変抵抗器モードと
異なり、出力電圧は内部抵抗RWAとRWBの比に依存し、絶対
値ではありません。したがって、ドリフトは5ppm/℃に減少
します。

アプリケーション
両電源によるバイポーラDC動作またはAC動作
AD5260/AD5262は両電源で動作できるため、グラウンド基
準のAC信号またはバイポーラ動作の制御が可能です。
VDD/VSSまでのAC信号を直接ピンAとピンBの間に入力して、
ピンWから出力を得ることができます（代表的な回路接続
については図13を参照してください）。

    
V D

D
V VW AB B( ) = ∞  +

256
(3)

RDACのBピンのパラシチック・コンデンサがオペアンプの非反転ノー
ドに接続されると、1/βOの項にゼロ点が導入され＋20dB/decとなる
ことに注意してください。これに対して、代表的なオペアンプGBP
は－20dB/decの特性を持っています。大きなR2と有限のC1により、
このゼロ周波数はクロスオーバー周波数より十分低くなることが可
能です。このため、ゲイン勾配は40dB/decになり、クロスオーバー周
波数でのシステム位相マージンは0 に゚なります。入力に方形波パル
スまたはステップ関数を入力した場合、出力にリンギングまたは発振
が発生します。また、2つのゲイン値の間で切り替えを行うことは、入
力にステップを与えることと等価なため、同様にリンギングが発生し
ます。
オペアンプのGBPに応じて、帰還抵抗を小さくすると、ゼロ周波数を
十分遠くに持って行くことができるためこの問題を克服できます。し
かし、補償コンデンサC2を使用してC1の影響を相殺させる方法が
より優れています。最適補償はR1×C1＝R2×C2のとき得られます。
R2が変化するためこれはオプションではありません。結果として、上
の関係を使い、R2が最大値になるようにC2を調整できます。R2を小
さい値に設定した場合、過補償になり性能が少し犠牲になることが
あります。ただし、最悪ケースでのリンギングまたは発振を防止できま
す。クリティカルなアプリケーションに対しては、条件に合うC2値を経
験的に探す必要があります。一般に、数pF～数10pFの範囲のC2
が補償に適しています。
同様に、WとAのピン容量も出力に接続されています（図には非表
示）。幸いなことにこのノードに対する影響は大きくなく、多くのケース
で補償は不要です。

プログラマブルな電圧リファレンス
プログラマブルな電圧分割器モード動作（図15）の場合、負荷が
RWBよりはるかに大きくない限り、デジタル・ポテンショメータの出力を
バッファすることが一般的です。バッファはインピーダンス変換だけで
なく、重い負荷の駆動も可能にします。

ゲイン制御補償
デジタル・ポテンショメータは、非反転ゲイン・アンプと
して広くゲイン制御で使われています（図14）。



バイポーラ・プログラマブル・ゲイン・アンプ
バイポーラ・ゲインを必要とするアプリケーションの場合の一例を図
17に示します。デジタル・ポテンショメータU1は調整範囲を設定しま
す。U2の設定に対して、ワイパー電圧W2をVi～－KViの範囲で調
整します。A2を非反転モードで構成すると、リニアなゲインと減衰が
得られます。伝達関数は次式で表されます。

KはRWB/RWA比で、U1を使って設定します。
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図15 プログラマブルな電圧リファレンス

8ビット・バイポーラDAC
図16に低価格の8ビット・バイポーラDACを示します。提供する調整
可能なステップ数は同じですが、従来型DACと同等の精度は提供
しません。直線性と温度係数、特に小さい値のコードでは、デジタ
ル・ポテンショメータのワイパー抵抗の影響により歪みを受けます。こ
の回路の出力は次のようになります。

    
V

D
VO REF= －  × 

2
256

1 (4)

    

V
V

R
R

D
K KO

i
= + ×  1 ×  +( )－ 2

1
2
256

1 (5)
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図16 8ビットのバイポーラDAC
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図17 バイポーラ・プログラマブル・ゲイン・アンプ

前の例と同様に、K＝1の簡単なケースでは（これが一般的です）、
1個のデジタル・ポットAD5260とU1を一致した抵抗対で置き換えて、
デジタル・ポットの両端でViと－Viを与えることができます。関係は次
式のようになります。

R2が大きい場合、数pFの補償コンデンサを使用して、ゲイン・ピーキ
ングを回避できます。
表VIIIに、A2をゲイン＝1、ゲイン＝2、ゲイン＝10とした場合にDを調
整した結果を示します。連続的にプログラマブルなゲインと256ステ
ップの分解能を持つバイポーラ・アンプが得られます。

    
V

R
R

D
VO i= + － × 

2
1
2 2
256

11         (6)

表VIII バイポーラ・ゲイン・アンプの結果

D R1＝∞、R2＝0 R1＝R2 R2＝9R1

0 －1 －2 －10
64 －0.5 －1 －5
128 0 0 0
192 0.5 1 5
255 0.968 1.937 9.680

出力ブースター付きのプログラマブルな電圧ソース
大電流の調整が必要となるレーザー・ダイオード・ドライバまたはまた
はターナブル・レーザーのようなアプリケーションの場合、ブースト電圧
ソースの使用を検討できます（図18参照）。

Vi

A1

VO

W
U1

A

B

CC

5V

信号 LO
N1

R1 10kΩ P1 RBIAS

IL

U1= AD5260
A1= AD8601, AD8605, AD8541
P1= FDP360P, NDS9430
N1= FDV301N, 2N7002

図18 プログラマブルなブースター付き電圧ソース

この回路では、オペアンプの反転入力がVOをデジタル・ポテンショメ
ータで設定されたワイパー電圧に等しく維持します。Pチャンネル
FETP1を介して電源から負荷電流が流れます。Nチャンネル
FETN1は、オペアンプの駆動条件を簡単にします。A1はレールtoレ
ール入力タイプである必要があります。抵抗R1は、P1がオンした後
にターンオフしないことを防止するために必要です。R1の選択は、こ
の抵抗の電力損失と出力ターンオフ時間のバランスから行います。
N1には汎用の信号用FETを使えますが、P1は飽和状態に駆動さ
れるため、（Vi－VO）×ILの消費電力に耐える必要があります。この
回路は5V電源で最大100mAを出力できます。大きなパッケージの
P1を使うと、これより大きな電流も可能です。1個のNチャンネルFET
で、P1、N1、R1を置き換え可能なことに注意してください。ただし、別
の電源を使用しない限り、出力振幅は制限されます。高精度なアプ
リケーションに対しては、ADR423、ADR292、AD1584のような電圧
リファレンス、デジタル・ポテンショメータの入力に使うことができます。

4mA～20Aのプログラマブルな電流ソース
図19に示す回路を使って、4mA～20Aのプログラマブルな電流ソー
スを実現できます。REF191は低電源ヘッドルームと大電流処理能
力を持つ独自の高精度リファレンスで、2.048Vで20mAを供給でき
ます。負荷電流は、単純にデジタル・ポテンショメータのピンBとピンW
の間の電圧をRSで除算した値に等しくなります。



プログラマブルなオシレータ
古いWien-bridge型オシレータ（図22）では、Wienネットワ
ーク（R、R'、C、C'）が正側帰還を提供し、R1とR2が負側
帰還を提供しています。共振周波数foで、全体位相シフト
がゼロになるため、正側帰還により回路の発振が発生しま
す。R＝R'、C＝C'、R2＝R2A//（R2B＋RDIODE）の場合、
発振周波数は次式で与えられます。

ここで、R＝RWAとなり、

共振周波数では、

に設定すると、ブリッジがバランスします。実用的には、
R2/R1を2より少し大きい値に設定して、発振の開始を確実
にします。一方、ダイオードD1とD2の交互ターンオンによ
り、R2/R1＜2が瞬時的に補償されるため、発振が安定にな
ります。
周波数を設定した後、発振振幅をR2Bにより調整します。
次の関係を使います。
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C1
10pF

R2
15kΩ 

R2A
14.95kΩ RL

500Ω 
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50Ω 

+15V
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この回路はシンプルですが、REF191のグラウンド電位は
－2.048V（ポテンショメータ設定のゼロスケール）からVL
（ポテンショメータ設定のフルスケール）まで変化できるた
め、両電源オペアンプが最適であることに注意してくださ
い。回路は単電源でも動作しますが、システムのプログラ
マブルな分解能は低下します。

プログラマブルな双方向性電流ソース
双方向性電流制御は高電圧適合性が必要なアプリケーショ
ンに対しては、Howland社の電流ポンプが1つのソリューシ
ョンになります（図20）。抵抗が一致している場合、負荷電
流は次式で得られます。

  
I
V D
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0 ～ (2.048 ＋  VL)

－2.048V～ VL

図19 4mA～20Aのプログラマブルな電流ソース

図20 プログラマブルな双方向性電流ソース

プログラマブルなローパス・フィルタ
デジタル・ポテンショメータAD5262を使って、2次の
SallenKey型ローパス・フィルタを構成できます（図21）。設
計式は次のようになります。

まず、コンデンサに対して便利な値を選択します。Q＝
0.707となる最も平坦な帯域幅を実現するため、C1のサイズ
をC2の2倍にして、R1＝R2とします。R1とR2を同じ設定に
調整して、所望の帯域幅を実現します。
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図21 SallenKey型ローパス・フィルタ
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ここで、VO、ID、VDは相互に依存する変数です。R2Bを適
切に選択すると、VOが収束する平衡状態が得られます。
R2Bをディスクリート抵抗と直列にして、振幅を大きくで
きますが、合計抵抗は出力が飽和するのであまり大きくす
ることはできません。
図21と図22の回路で、周波数チューニングでは、両RDAC
を同じ設定にする必要があります。2つのチャンネルは1つ
ずつ調整されるため、アプリケーションによっては許容で
きない中間状態が発生します。そのため、複数のデバイス
を同時に同じ設定にプログラミングできるように、異なる
デバイスをディジーチェーン・モードで使用することもで
きます。

+5V

OP1177 VO

－5V

R2A
2.1kΩ D1

D2

R2B
10kΩ 

VN

R1
1kΩ 

AB
W

R1 = R1 = R2B = AD5262
D1 = D2 = 1N4148

AD5262

C
2.2nF

R
10kΩ 

A B
W

VP

C
2.2nF

周波数調整 

R
10kΩ 

A

B

W

U1

振幅調整 

図22 振幅制御機能付きのプログラマブルなオシレータ

抵抗のスケーリング
AD5260/AD5262は、公称抵抗20kΩ、50kΩ、200kΩを提供
します。低い抵抗を持ち、かつ調整ステップ数を維持した
い場合は、複数のデバイスを並列接続できます。例えば、
図23にAD5262の両チャンネルを並列接続する簡単な回路を
示します。ステップ毎に1/2にした抵抗値を連続調整するた
めには、両チャンネルを同じ設定にする必要があります。

電圧分割器モードでは、図24に示すようにディスクリート
抵抗を並列接続することにより、さらに低い抵抗を実現で
きます。等価抵抗値は次のようになります。

    
R

D
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//( ) +256
1 2 (16)

    
R

D
R R R1－ WA eq W_ //( ) +256
1 2 (17)
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図23 連続調整特性を維持したまま抵抗値を1/2にする方法
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B

R2 R1

R2 << R1

図24 公称抵抗値の削減
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R1
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W

図25 対数調整特性による抵抗スケーリング

A B

55pF

CA
25pF

CB
25pF

CW

RDAC
20kΩ 

W

図26 RDAC回路（RDAC＝20kΩ）のシミュレート・モデル

図23と図24は、デジタル・ポテンショメータが各ステップ
を直線的変化させることを示しています。一方、オーディ
オ制御のようなアプリケーションでは、対数テーパ調整が
好まれます。図25に、抵抗を調整するもう1つの方法を示し
ます。この回路では、RABに比べてR2が小さい程、擬似対
数テーパ特性が強くなります。

RDAC回路のシミュレート・モデル
RDACのAC特性は、内部の寄生容量と外部の容量負荷によ
り支配されます。ポテンショメータ分割器として構成する
と、AD5260（20kΩ抵抗）の－3dB帯域幅測定値は、ハー
フ・スケールで310kHzです。特性20に、3種類の抵抗バージ
ョン20kΩ、50kΩ、200kΩの大信号BODE特性を示します。
図26に、寄生のシミュレート・モードを示します。リストI
に、20kΩRDACのマクロ・モデル・ネットリストを示しま
す。

リストI RDACのマクロ・モデル・ネットリスト
PARAM D=256, RDAC=20E3
*

SUBCKT DPOT (A,W,B)
*

CA A 0 25E-12
RWA A W {(1-D/256)*RDAC+60}
CW W 0 55E-12
RWB W B {D/256*RDAC+60}
CB B 0 25E-12
*

.ENDS DPOT
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ピン出力 インター 公称 分解能
VR数/ 電圧範囲 フェースの 抵抗値 （ワイパー・ 電源電流

製品番号 パッケージ （V） データ制御 （kΩ） ポジション数） （IDD）（μA） パッケージ 備考

AD5201 1 ±3、5.5 3線式 10、50 33 40 μSOIC-10 フルAC仕様、両電源、パワー
オン・リセット、低価格

AD5220 1 5.5 UP/DOWN 10、50、100 128 40 PDIP、SO-8、 ロールオーバーなし、
μSOIC-8 パワーオン・リセット

AD7376 1 ±15、28 3線式 10、50、100、 128 100 PDIP-14、 単電源28V
1000 SOL-16、 または両電源±15V動作

TSSOP-14
AD5200 1 ±3、5.5 3線式 10、50 256 40 μSOIC-10 フルAC仕様、両電源、

パワーオン・リセット
AD8400 1 5.5 3線式 1、10、50、100 256 5 SO-8 フルAC仕様
AD5260 1 ±5、15 3線式 20、50、200 256 60 TSSOP-14 5V～15Vまたは±5V動作、

TC<50ppm/℃
AD5241 1 ±3、5.5 2線式 10、100、 256 50 SO-14、 I2C互換、TC<50ppm/℃

1000 TSSOP-14
AD5231 1 ±2.75、5.5 3線式 10、50、100 1024 20 TSSOP-16 不揮発性メモリー、直接プログ

ラム、I/D、±6dB設定可能
AD5222 2 ±3、5.5 UP/DOWN 10、50、100、 128 80 SO-14、 ロールオーバーなし、

1000 TSSOP-14 ステレオ、パワーオン・
リセット、TC<50ppm/℃

AD8402 2 5.5 3線式 1、10、50、100 256 5 PDIP、 フルAC仕様、nAシャット
SO-14、 ダウン電流
TSSOP-14

AD5207 2 ±3、5.5 3線式 10、50、100 256 40 TSSOP-14 フルAC仕様、両電源、
パワーオン・リセット、SDO

AD5232 2 ±2.75、5.5 3線式 10、50、100 256 20 TSSOP-16 不揮発性メモリー、
直接プログラム、I/D、
±6dB設定可能

AD52352 2 ±2.75、5.5 3線式 25、250 1024 20 TSSOP-16 不揮発性メモリー、直接プログ
ラム、TC<50ppm/℃

AD5242 2 ±3、5.5 2線式 10、100、 256 50 SO-16、 I2C互換、TC<50ppm/℃
1000 TSSOP-16

AD5262 2 ±5、15 3線式 20、50、200 256 60 TSSOP-16 5V～15Vまたは±5V動作、
TC<50ppm/℃

AD5203 4 5.5 3線式 10、100 64 5 PDIP、 フルAC仕様、nAシャット
SOL-24、 ダウン電流
TSSOP-24

AD5233 4 ±2.75、5.5 3線式 10、50、100 64 20 TSSOP-24 不揮発性メモリー、直接プログ
ラム、I/D、±6dB設定可能

AD5204 4 ±3、5.5 3線式 10、50、100 256 60 PDIP、 フルAC仕様、両電源、
SOL-24、 パワーオン・リセット
TSSOP-24

AD8403 4 5.5 3線式 1、10、50、256 5 PDIP、 フルAC仕様、nAシャット
100 SOL-24、 ダウン電流

TSSOP-24
AD5206 6 ±3、5.5 3線式 10、50、100 256 60 PDIP、 フルAC仕様、両電源、

SOL-24、 パワーオン・リセット
TSSOP-24

デジタル・ポテンショメータ・ファミリーのセレクション・ガイド1

1 デジタル・ポテンショメータの電流については、webサイトwww.analog.com/DigitalPotentiometersをご覧ください。
2 将来の製品については最新情報をお問い合わせください。
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14ピンTSSOP 
（RU-14） 

14 8

71

0.256 (6.50)
0.246 (6.25)

0.177 (4.50)
0.169 (4.30)

ピン1

0.201 (5.10)
0.193 (4.90)

実装面 

0.006 (0.15)
0.002 (0.05)

0.0118 (0.30)
0.0075 (0.19)

0.0256
(0.65)
BSC

0.0433 (1.10)
MAX

0.0079 (0.20)
0.0035 (0.090)

0.028 (0.70)
0.020 (0.50)

8° 
0° 

16-Lead TSSOP
(RU-16)

16 9

81

0.256 (6.50)
0.246 (6.25)

0.177 (4.50)
0.169 (4.30)

ピン1

0.201 (5.10)
0.193 (4.90)

実装面 

0.006 (0.15)
0.002 (0.05)

0.0118 (0.30)
0.0075 (0.19)

0.0256 (0.65)
BSC

0.0433 (1.10)
MAX

0.0079 (0.20)
0.0035 (0.090)

0.028 (0.70)
0.020 (0.50)

8° 
0° 

外形寸法
サイズはインチと（mm）で示します。
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